20522 DISPOSITIUS ELECTRONICS

Troncal: 9 crédits (4,5 +4.5)

Descriptor BOE: Estudi de les caracteristiques dels diferents models de
dispositius i la seva implementacié i modelitzacio.

Objectius : Descripcid i estudi del funcionament basic dels principals dispositius
electronics semiconductors (diodes PN i Shottky, transistor MOSFET i transistor
bipolar). Descripcioé dels principals models SPICE de cada component,
considerant els diferents fenomens fisics descrits en cada model i llurs parametres
associats.

Avaluacié: La nota final correspon en un 80% a la nota d’examen i en un 20% a
la nota global de practiques.

TEMARI

1. El diode
Part 1 : Introduccié a la fisica dels semiconductors.
Part 2 : Unié PN.
e Unié PN en equilibri.
e Unid PN polaritzada (fora de ’equilibri).
¢ Models del diode d’unid.
e Adquisicié de parametres (practiques).
Part 3 : El diode Shottky.

2. Els dispositius MOS
Part 1 : Capacitat MOS. Descripci6 i modes de funcionament.
Part 2 : El transistor MOSFET.
o Model simple de MOSFET per gran senyal. Efectes de 2 ordre.
e Models de MOSFET per SPICE (nivells 1, 2 i 3). Model BSIM.
e Adquisicio de parametres (practiques).

3. El transistor bipolar BJT.

¢ Acci¢ transistor. Guany.
e Modes d’operacié. Model EM estatic ideal. Topologia per SPICE.
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Efectes de segon ordre.

Model EM per gran senyal.

Model de petit senyal. Model de Giacoletto.
Model de Gummel-Poon de gran senyal.
Adquisicié de parametres (practiques).
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Practiques :

Practica 0: Programes de regressio lineal i no lineal, orientats a I’extraccié de
parametres.

Practica 1: Determinacié dels parametres SPICE del model basic del diode
d’uni6 PN,

Practica 2: Determinacid dels parametres SPICE del model d’Ebers-Moll del
BJT.

Practica 3: Determinacié dels parametres SPICE del model LEVEL 1 del
transistor NMOS.

Practica4: Influéncia d’alguns parametres dels models de MOSFET. Utilitzacié
del simulador Introduction to Microelectronics.



